第31回高輝度電子源開発G会合

日程：2011年2月18日

時間：13時30分より15時00分頃

接続：KEK-MCU2

参加者：西森, 永井, 羽島（JAEA会場)、伊藤(ISSP会場)、佐藤(康)、中村、宮島、内山、山本、本田、松葉（KEK会場)、飯島、栗木、細田、増元（広島会場）

○山本(将)氏よりKEKでの開発状況について報告があった。

電子銃容器でのICF253ゲートバルブを設置した状態でのSRGによるビルドアップ試験を行い、全ガス放出速度は6.55e-11.m3/sとい値を得た。ゲート弁からのアウトガスはそれほど問題にならないと思われる。電子銃全体ではおよそ1.1e-9Pa.m3/sと見積もられる。ベーキング中にリークが発生し、増し締めでヘリウムリーク量にてe-12Pa.m3/s 台まで抑えられたが完全には止まっていない。上記の結果はその状況でのビルドアップ試験。

Q:リーク箇所のガスケットは？

A:ICFの銅ガスケットだ。

Q:Wattmassでの測定ではガス放出が増加しているのか？

A:Wattmassでの測定では、H100Mでのそれに比べて、自身からのガス放出が減少しているので、正味の信号成分（セラミックからのガス放出）の割合が増加しているということだ。

○細田よりWattmass(BeCu-Qmass)を使用したガス放出評価について報告があった。

WattmassとBeCu製のサンプル容器によるガス放出装置を組み上げて、測定をおこなった。チタンサンプルでの測定を行った結果、水素、水等で優位な信号が得られ、水素の室温でのガス放出係数は1.7e-12Pa.m/sであった。


Q:ベーキング後の到達真空度が1e-7Pa台と高めだが理由は？

A:この真空度はQmassのイオン源の上流側で測定した値だ。下流側では1E-8Pa台であった。

C:KEKでの測定値と大幅に違う値が得られたので、今後議論して結果のつめを行いたい。


◯伊藤氏より、カソードドライブレーザーの開発状況について報告があった。

温調器の更新、カップリングの調整により、90Wまでのポンプ光導入が可能となり、30Wまでの増幅に成功した。今後はOPAの実現が課題となるが、そのためには1%@3h程度の安定性の確立がまず必要である。測定したところ1.5%@3hであったので、温度安定化などでOPA試験に必要な安定度は確保できると思われる。

○西森氏より500kV一号機の状況について報告があった。

高電圧印加試験を再び行い、466kVまで成功したが、放射線が大きい状況が続いている。位置はほぼ特定しているが原因についてはさらなる調査が必要。準備容器でのNEA活性化には成功し、かなり良い寿命が得られているものと期待される。

A:今回測定したゲインから見積もると30 Wいかない。ただ、PCFを切断したときに切り口が乱れて、そのため効率が低下していると思われる。AISTでは120 cmで30 Wの実績はあるので、楽観視している。

Q:入口近くで燃えそうだが、なぜ10 cm離れたところだったのか？

A:以前に入り口付近で燃えたことがある。完全には理解していない。

○久保よりHUES-1について報告があった。

Gun Chamber とPreparation Chamberの排気試験をおこなった。Gun Chamberについては、ベーク温度を70 ℃、200 ℃にしてベーキングをおこない、クライオ、NEGポンプを運転させて8 E-10 Paに到達した。Preparation Chamberの熱電対と放射温度計を用いたヒーターの温度校正、イオンポンプの動作確認をしている。ヒーターの故障があったが修理・納品され、作業を進めている。

Q:クライオOffにしたのち真空度が上下しているが、NEGによる排気か？

A:NEGとTMPを使っている。

Q:TMPを使わないと悪くなる？

A:TMPを使わいないと、1 E-5 Pa程度で飽和する. 

Q:200 ℃ベーク時は、クライオは動作させているのか？

A:80Kシールド部が70℃を越えず、かつなるべくパネルを冷やしすぎないようにクライオポンプのスイッチで調整している。200 ℃到達後は常時運転している。

Q:200 ℃ベーク時、冷凍器側の温度は？

A:室温である. 

Q:GaAsが割れたのはインジウムのなじみが悪いのが原因では？

A:Inのなじみは悪かった. 熔融せずに常温で延ばしている.

C:Inのなじみがよくないと、ヒートクリーニングがうまくいかない. 1 kWのヒートガンでInは熔融するので, 充分なじませるのがよい.

文責：栗木

次回会合は2011/3/18（金曜）　13:30より。

